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GaN 縦型トレンチ MOSFET は超低オン抵抗が実現可能な次世代パワーデバイスとして期待されてい

る。高性能トレンチ MOSFET 実現のためには、MOS チャネルのしきい値制御やチャネル移動度の向上

が重要であり、特にトレンチ形成時の ICP-RIE によるトレンチ側壁ダメージの低減が鍵となる。我々はダメ

ージ低減として段階的にエッチングパワーを下げるMultistep dry etching技術[1]の開発を進めてきたが、

前回報告[2][3]したように、チャネル移動度の改善は不十分であった。そこで今回は、エッチング後処理

として窒素プラズマ処理による影響について検討したので報告する。 

本研究ではトレンチ MOS チャネル抵抗を直接的、正確に評価するために、n－ドリフト層の代わりに n＋

低抵抗層を用いた縦型トレンチ MOSFET 構造を用いた。p ボディ層の厚さは 2 m、アクセプタ密度は

5×1017 cm-3である。トレンチの形成にはMultistep dry etchingを用いた。窒素プラズマ処理は ALD装置

内で AlSiO絶縁層を形成する直前に in-situで実施した。 

室温での Id-Vg特性の結果を図 1 (a), (b)に示す。図 1 (a)から分かるように窒素プラズマ処理を行った試

料ではドレイン電流が向上していることが分かる。一方で、しきい値やサブスレッショルド領域(図 1 (b))で

はあまり変化は見られなかった。図 2 に、相互コンダクタンスから見積もったチャネル移動度（電界効果移

動度 μFE）を示す。移動度の最大値は窒素プラズマ処理ありの場合で 48 cm2/Vs、窒素プラズマ処理な

しの場合は 32 cm2/Vs となり改善が見られた。低電界におけるチャネル移動度の傾きの傾向から、クーロ

ン散乱が低減されたことが移動度改善の理由と考えている。以上から、ICP-RIE により生じたトレンチ側壁

のダメージとして窒素抜け(窒素空孔関連欠陥)があり、窒素プラズマ処理を施すことにより欠陥が補償さ

れたと推測している。 
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 図 1. トレンチMOSFETの Id-Vg特性 

 

図 2. 電界効果移動度のゲート
電圧依存性 
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